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ショットキー特性は素子応用上重要であるにも関わらず、p 型 GaN ではその理解が十分に進んでいると

は言い難い。例えば、Ni/p 型 GaN 界面のショットキー障壁高さBの報告値は 0.49～2.87 eV と大きくばら

ついている。[1,2]これは横型 SBD では寄生抵抗が高いこと、また従来の報告では p 型 GaN 層の Mg ドー

ピング濃度が 1018 cm-3以上と高く、良好なショットキー接合が形成できないことに起因していると考えら

れる。我々のグループでは、これまでにスパッタ法を用いて、室温の正孔移動度が 30 cm2V-1s-1を超える高

品質な低濃度 p型GaN（[Mg] =～1×1017 cm-3）の作製が可能であることを報告してきた。[3]そこで本研究

ではスパッタ法により形成した低濃度 p型GaNを用いて、そのショットキー特性を評価することを目的と

した。 

図 1には作製した縦型 p型GaN SBDの素子構造を示す。まず、裏面からオーミックコンタクトを形成す

るために n 型 GaN 基板上にスパッタ法を用いて n++-GaN([Si]>4×1020 cm-3)/p++-GaN([Mg]>2×1020 cm-3)から

なるトンネル接合を形成した。次に膜厚 1 mの低濃度ドープ p型GaN（[Mg] =6×1016 cm-3）を成長した。

裏面には Ti/Al/Ti/Au電極を、表面にはショットキー電極としてNi/Auを堆積した。 

まず図 2 に示す CV 測定の結果から拡散電位は V であり、室温におけるフェルミレベルを考慮する

とB=2.31 eVという値が見積もられた。次に電流電圧(J-V)特性の温度依存性を評価したところ、600 Kにお

いても 6桁以上の高い整流比が得られた。これは n型GaNに比べて大きなBをもつ p型 GaN SBDの特徴

といえる。 

さらに各温度の順方向 J-V特性を熱電子放出モデル： 𝐽 = 𝐴∗𝑇2𝑒𝑥𝑝(−𝜙𝐵 𝑘𝐵𝑇⁄ )[𝑒𝑥𝑝(𝑞(𝑉 − 𝑅𝐽) 𝑛𝑘𝐵𝑇⁄ ) −

1]を用いて解析を行った。ここで、A*はリチャードソン定数（A*=144 Acm-2 K-2）、nは理想係数である。図

3 の結果から、実験値と破線で示すフィッティングはよく一致しており、理想係数は 300 K において n = 

1.10、また、測定温度の上昇とともに理想係数は小さくなり、600 Kにおいて n = 1.06という値が得られた。

このように理想係数が 1に近い p型GaN SBDの報告例はこれまでになく、スパッタ法により成長した低濃

度 p型GaNと Ni電極界面の品質が高いことを示している。 
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Fig.1 A schematic of a vertical p-type GaN SBD Fig.3 Temperature-dependent forward J-V curves

and fit curves using thermionic emission model.
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Fig.2 C-V characteristic with AC modulation

level of 20 meV and frequency of 100 kHz. 
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